
DCモータ・ドライバIC

特　長
●	デュアルHブリッジ電流制御モータ･ドライバ
	 −	2個のDCモータを駆動
	 −	ブレーキ･モード
		 −		2ビットの巻線電流制御により最大4つの電流

レベルを設定可能
	 −	低MOSFETオン抵抗
●	最大駆動電流：2.5A（24V、25°C）
●	3.3V基準電圧出力を内蔵
●	業界標準のパラレル･デジタル制御インターフェイス
●	動作電源電圧範囲：8V～45V
●	熱特性を強化した表面実装パッケージ

アプリケーション
●	プリンタ
●	スキャナ
●	OA機器
●	ゲーム機
●	FA機器
●	ロボット

概　要
DRV8814は、プリンタやスキャナなどのOA機器アプリケー

ションに対して、統合されたモータ･ドライバ･ソリューションを
提供します。2つのHブリッジ･ドライバを搭載し、DCモータの
駆動用に設計されています。それぞれの出力ドライバ･ブロッ
クはNチャネル･パワーMOSFETで構成され、Hブリッジと
してモータを駆動します。DRV8814は、Hブリッジ毎に最大
2.5Aピークまたは1.75A RMSの出力電流を供給できます（24V、
25°Cで適切なヒートシンクを施した場合）。

単純なパラレル･デジタル制御インターフェイスにより、業
界標準デバイスと互換性があります。減衰モードのプログラ
ミングにより、モータのディスエーブル時にブレーキまたは
コースト（惰走）を選択できます。

過電流保護、短絡保護、低電圧誤動作防止、および過熱保護
のために、内部シャットダウン機能が用意されています。

DRV8814は、サーマル･パッドであるPowerPAD™付きの28
ピンHTSSOPパッケージで供給されます。
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http://www.ti.com/lit/gpn/drv8814

PowerPADは、テキサス･インスツルメンツの登録商標です。

製品情報(1)

発注型番 捺印TA パッケージ (2)

–40°C ～ 85°C PowerPAD™ (HTSSOP) - PWP 2000個（1リール） DRV8814PWPR 8814

（1）最新のパッケージおよびご発注情報については、このデータシートの巻末にある「付録：パッケージ･オプション」を参照するか、
 TIのWebサイト（www.ti.comまたはwww.tij.co.jp）をご覧ください。
（2）パッケージ図面、熱特性データ、記号の意味については、www.ti.com/packagingを参照してください。

http://www.ti.com/lit/gpn/drv8814
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	 静電気放電対策

　これらのデバイスは、限定的なESD（静電破壊）保護機能を内蔵
しています。保存時または取り扱い時に、MOSゲートに対する静電
破壊を防止するために、リード線どうしを短絡しておくか、デバイス
を導電性のフォームに入れる必要があります。
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外部部品または接続名前 ピン I/O(1) 説明

電源およびグランド
GND 14, 28 - デバイスのグランド
VMA 4 - ブリッジA電源 モータの電源（8～45V）に接続します。A･B両方

のピンを同じ電源に接続する必要があります。VMB 11 - ブリッジB電源
0.47μF、6.3V耐圧のセラミック･コンデンサを
使用してGNDにバイパスします。VREFの供給
に使用できます。

V3P3OUT 15 O 3.3Vレギュレータ出力

CP1 1 IO チャージ･ポンプ用フライング･コンデンサ CP1とCP2の間に0.01μF、50V耐圧のコンデン
サを接続します。CP2 2 IO チャージ･ポンプ用フライング･コンデンサ
VMとの間に0.1μF、16V耐圧のセラミック･コン
デンサを接続します。VCP 3 IO ハイサイド･ゲート駆動電圧

制御
AENBL 21 I ブリッジAイネーブル入力 入力High時、ブリッジAがイネーブルになります。

APHASE 20 I ブリッジA位相（方向）入力 入力High時、AOUT1がHigh、AOUT2がLowに
なります。

AI0 24 I ブリッジAの電流を設定します（00 = 100%、
01 = 71%、10 = 38%、11 = 0）。ブリッジA電流設定入力

AI1 25 I
BENBL 22 I ブリッジBイネーブル入力 入力High時、ブリッジBがイネーブルになります。

BPHASE 23 I ブリッジB位相（方向）入力 入力High時、BOUT1がHigh、BOUT2がLowに
なります。

BI0 26 I ブリッジBの電流を設定します（00 = 100%、
01 = 71%、10 = 38%、11 = 0）。ブリッジB電流設定入力

BI1 27 I
Low = ブレーキ（低速減衰）、
High = 惰走（高速減衰）DECAY 19 I 減衰（ブレーキ）モード選択

アクティブ･ローのリセット入力により、内部ロ
ジックが初期化され、Hブリッジ出力がディス
エーブルになります。

nRESET 16 I リセット入力

入力High時、デバイスがイネーブルになり、入
力Low時、低電力スリープ･モードになります。nSLEEP 17 I スリープ･モード入力

AVREF 12 I ブリッジA電流設定リファレンス入力 巻線電流設定のリファレンス電圧。マイクロス
テッピング用に外部DACで個別に駆動するか、
またはV3P3OUTなどの基準電圧に接続できます。BVREF 13 I ブリッジB電流設定リファレンス入力

ステータス
障害状態（過熱、過電流）のとき、出力Lowに
なります。nFAULT 18 OD 障害通知出力

出力
ISENA 6 IO ブリッジAグランド / Isense ブリッジAの電流センス抵抗に接続します。
ISENB 9 IO ブリッジBグランド / Isense ブリッジBの電流センス抵抗に接続します。
AOUT1 5 O ブリッジA出力1

モータ巻線Aに接続します。
AOUT2 7 O ブリッジA出力2
BOUT1 10 O ブリッジB出力1

モータ巻線Bに接続します。
BOUT2 8 O ブリッジB出力2

（1）方向：I = 入力、O = 出力、OZ = 3ステート出力、
 OD = オープン･ドレイン出力、IO = 入力/出力

表 1. 端子機能
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絶対最大定格
動作温度範囲内（特に記述のない限り）(1) (2)

VALUE 単位
VMx 電源電圧範囲 V

デジタル･ピン電圧範囲 V
VREF 入力電圧 V

ISENSExピン電圧 V
ピーク･モータ駆動出力電流、t < 1μs A
連続モータ駆動出力電流 (3) A
連続合計消費電力 「定格消費電力」の表を参照

TJ 動作仮想接合部温度範囲 °C
TA 動作周囲温度範囲 °C
Tstg 保存温度範囲

–0.3 ～ 47
–0.5 ～ 7
–0.3 ～ 4

–0.3 ～ 0.8
内部で制限

2.5

–40 ～ 150
–40 ～ 85
–60 ～ 150 °C

（1） 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについて示してあり、
 このデータシートの「推奨動作条件」に示された値を越える状態での本製品の機能動作は含まれていません。絶対最大定格の状態に長時間置くと、本製品
 の信頼性に影響を与えることがあります。
（2） すべての電圧値は回路のグランド端子を基準としています。
（3） 消費電力および温度の制限に従う必要があります。
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熱特性について
DRV8814

熱特性(1) PWP 単位
28ピン

θJA 接合部-周囲間熱抵抗 (2) 31.6
θJCtop 接合部-ケース（上面）間熱抵抗 (3) 15.9
θJB 接合部-基板間熱抵抗 5.6

°C/W
ψJT 接合部-上面間特性パラメータ (5) 0.2
ψJB 接合部-基板間特性パラメータ (6) 5.5
θJCbot 接合部-ケース（底面）間熱抵抗 (7) 1.4
（1） 従来の熱特性パラメータと新しい熱特性パラメータの詳細については、アプリケーション･レポート『IC Package Thermal Metrics』
 （SPRA953）を参照してください。
（2） 自然状態での接合部-周囲間熱抵抗は、JESD51-2aに記載の環境で、JESD51-7に規定されたJEDEC標準High-K基板上のシミュレー
 ションによって求められます。
（3） 接合部-ケース（上面）間の熱抵抗は、パッケージ上面での冷却板試験のシミュレーションによって求められます。指定のJEDEC標準試
 験はありませんが、類似した内容がANSI SEMI規格のG30-88で参照できます。
（4） 接合部-基板間の熱抵抗は、JESD51-8の規定に従い、PCB温度を制御するリング型冷却板測定器を用いた環境でのシミュレーション
 によって求められます。
（5） 接合部-上面間の特性化パラメータΨJTは、実システムでのデバイスの接合部温度を見積もるために使用され、JESD51-2a（セクション6
 および7）に規定される手順を用いてθJAを求めるシミュレーション･データから抽出されます。
（6） 接合部-基板間の特性化パラメータΨJBは、実システムでのデバイスの接合部温度を見積もるために使用され、JESD51-2a（セクション6
 および7）に規定される手順を用いてθJAを求めるシミュレーション･データから抽出されます。
（7） 接合部-ケース（底面）間の熱抵抗は、露出したパッド（PowerPAD）上での冷却板試験のシミュレーションによって求められます。指定
 のJEDEC標準試験はありませんが、類似した内容がANSI SEMI規格のG30-88で参照できます。

推奨動作条件
動作温度範囲内（特に記述のない限り）

MIN NOM MAX 単位
VM モータ電源電圧範囲(1) 8 45 V
VREF VREF入力電圧 (2) 1 3.5 V
IV3P3 V3P3OUT負荷電流 0 1 mA
fPWM 外部PWM周波数 0 100 kHz
（1）すべてのVMピンを同じ電源電圧に接続する必要があります。
（2）0V～1VのVREFでも動作はしますが、精度が低下します。
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電気的特性
動作温度範囲内（特に記述のない限り）

パラメータ 測定条件 MIN TYP MAX 単位
電源
IVM VM動作電源電流 VM = 24 V, fPWM < 50 kHz 5 8 mA
IVMQ VMスリープ･モード電源電流 VM = 24 V 10 20 μA
VUVLO VM低電圧誤動作防止電圧 VM上昇時 7.8 8.2 V
V3P3OUTレギュレータ
V3P3 V3P3OUT電圧 IOUT = 0 to 1 mA 3.2 3.3 3.4 V
論理レベル入力
VIL 入力Low電圧 0.6 0.7 V
VIH 入力High電圧 2 5.25 V
VHYS 入力ヒステリシス 0.3 0.45 0.6 V
IIL 入力Low電流 VIN = 0 –20 20 μA
IIH 入力High電流 VIN = 3.3 V 33 100 μA
nFAULT出力（オープン･ドレイン出力）
VOL 出力Low電圧 IO = 5 mA 0.5 V
IOH 出力Highリーク電流 VO = 3.3 V 1 μA
減衰入力
VIL 入力Lowスレッショルド電圧 低速減衰（ブレーキ）モード時 0 0.8 V
VIH 入力Highスレッショルド電圧 高速減衰（コーストモード時 2 V
IIN 入力電流 VIN = 0 V to 3.3 V ±40 μA
HブリッジFET

VM = 24 V, IO = 1 A, TJ = 25°C 0.2
RDS(ON) High side  FETオン抵抗 Ω

VM = 24 V, IO = 1 A, TJ = 85°C 0.25 0.32
VM = 24 V, IO = 1 A, TJ = 25°C 0.2

RDS(ON) Low side  FETオン抵抗 Ω
VM = 24 V, IO = 1 A, TJ = 85°C 0.25 0.32

IOFF オフ時リーク電流 –20 20 μA
モータ･ドライバ

内部電流制御PWM周波数fPWM 50 kHz
tBLANK 電流センス･ブランキング時間 3.75 μs
tR 立ち上がり時間 50 300 ns
tF 立ち下がり時間 50 300 ns
保護回路
IOCP 過電流保護トリップ･レベル 3 A
tTSD 過熱シャットダウン温度 内部チップ温度 150 160 180 °C
電流制御 
IREF VREF入力電流 VREF = 3.3 V –3 3 μA

xVREF = 3.3V、100%電流設定 635 660 685
VTRIP xISENSEトリップ電圧 xVREF = 3.3V、71%電流設定 445 469 492 mV

xVREF = 3.3V、38%電流設定 225 251 276
AISENSE 電流センス･アンプ･ゲイン 参考値 5 V/V
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機能説明
PWMモータ・ドライバ

TRV8814には、電流制御PWM回路を持つ2つのHブリッジ・
モータ・ドライバが搭載されています。図1に、モータ制御回路
のブロック図を示します。

複数のVMピンがあることに注意してください。すべてのVM
ピンを一緒にモータ電源電圧に接続してください。

ブリッジ制御
xPHASE入力ピンは、各Hブリッジを流れる電流の方向、す

なわちDCモータの回転方向を制御します。xENBL入力ピン
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図 1. モータ制御回路

をアクティブ（High）にすると、Hブリッジ出力がイネーブルに
なります。このピンは、モータのPWM速度制御にも使用でき
ます。DECAYピンの状態によって、xENBL = 0時のブリッジ
の動作が設定されます。低速減衰（ブレーキ）または高速減衰

（コースト）を選択できます。表2に動作論理を示します。
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X
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X
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0

xOUT1
L
Z
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(1)

相対電流（フルスケール･
チョッピング電流に対する%）xI1 xI0

1 1 0%（ブリッジがディスエーブル）
1 0
0 1
0 0

38%
71%
100%

表 2. Hブリッジの動作論理

表 3. Hブリッジ･ピンの機能
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電流レギュレーション
モータ巻線に流れる最大電流は、固定周波数PWM電流レ

ギュレーション（電流チョッピング）によって制御されます。H
ブリッジがイネーブルになると、巻線のDC電圧とインダク
タンスに依存するレートで、巻線を流れる電流が増加します。
電流が電流チョッピング・スレッショルドに達すると、ブリッ
ジは次のPWMサイクルの開始まで電流をディスエーブルにし
ます。

DCモータの場合、電流レギュレーションは、モータの起動
電流および停止電流の制限に使用されます。速度制御は一般
に、ENBLx入力ピンに外部PWM信号を印加することで行われ
ます。

電流レギュレーション機能が必要ない場合は、xISENSE
ピンを直接グランドに接続し、xVREFピンをV3P3ピンに接続
することによって、ディスエーブルにできます。

PWMチョッピング電流は、コンパレータによって設定され
ます。コンパレータは、xISENピンに接続された電流センス抵
抗両端の電圧（5倍値）を、リファレンス電圧と比較します。リ
ファレンス電圧はxVREFピンから入力され、2ビットDACでス
ケーリングされることで、電流をフルスケールの100％、71％、
38％、および0に設定できます。

フルスケール（100％）チョッピング電流は、式（1）で計算さ
れます。

減衰モードとブレーキ
PWM電流チョッピング中は、PWM電流スレッショルドに

達するまでの間、Hブリッジによるモータ巻線電流の駆動がイ
ネーブルになります。これは、図2に①として示されています。
図中の電流の流れる方向は、xENBLピンがHighのときの状態を
示しています。

チョッピング電流スレッショルドに達すると、Hブリッジは2つ
の異なる状態、高速減衰モードまたは低速減衰モードで動作で
きます。

高速減衰モードでは、PWMチョッピング電流レベルに達す
ると、Hブリッジが状態を反転して、巻線電流が逆方向に流れ
るようにします。巻線電流がゼロに近づくと、ブリッジがディ
スエーブルになり、逆方向の電流が停止されます。高速減衰
モードは、図2に②として示されています。

低速減衰モードでは、ブリッジ内の両方のローサイドFET
をイネーブルにすることで、巻線電流が再循環されます。これ
は、図2に③として示されています。
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表 2. Hブリッジの動作論理

表 3. Hブリッジ･ピンの機能

例：

 0.25Ωのセンス抵抗を使用し、VREFxピンが2.5Vの場合、フ
ルスケール（100％）チョッピング電流は2.5V/(5 × 0.25Ω) = 2A
となります。

Hブリッジ毎の2本の入力ピン（xI1、xI0）を使用して、各ブ
リッジの電流を、VREF入力ピンとセンス抵抗によって設定さ
れるフルスケール電流のパーセンテージとして設定します。こ
れらのピンの機能を表3に示します。
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xPHASE
X
X
1
0

xOUT1
L
Z
H
L

xOUT2
L
Z
L
H

(1)

相対電流（フルスケール･
チョッピング電流に対する%）xI1 xI0

1 1 0%（ブリッジがディスエーブル）
1 0
0 1
0 0

38%
71%
100%

表 2. Hブリッジの動作論理

表 3. Hブリッジ･ピンの機能

DRV8814は、高速減衰モードと低速減衰モードをサポート
しています。DECAYピンの状態に応じて、低速または高速減
衰モードが選択されます。このピンがLowの場合は低速減衰、
Highの場合は高速減衰モードが設定されます。DECAYピンは

図 3. 減衰モード

両方のxIビットが1のときは、Hブリッジがディスエーブルに
なり、電流は流れません。

例：

 0.25Ωのセンス抵抗を使用し、VREFピンが2.5Vの場合、
チョッピング電流は100％設定（xI1, xI0 = 00）で2Aとなり
ます。71％設定（xI1, xI0 = 01）の場合は2A × 0.71 = 1.42A、
38％設定（xI1, xI0 = 10）の場合は2A × 0.38 = 0.76Aです。
xI1, xI0 = 11の場合、ブリッジはディスエーブルとなり、電
流は流れません。
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両方のHブリッジに対してそれぞれの減衰モードを設定します。

また、DECAYモードは、ブリッジのディスエーブル時
（ENBLピンが非アクティブのとき）の動作にも影響を与えま
す。これは、ENABLE入力をモータのPWM速度制御に使用す
る場合にも、または単にモータの回転の開始/停止に使用する
場合にも適用されます。

DECAYピンがHigh（高速減衰）の場合は、ブリッジをディス
エーブルにすると、ブリッジに流れる電流がゼロになるまでの
間、高速減衰モードとなります。電流がゼロになると、ブリッ
ジがディスエーブルになり、モータの逆回転を防ぎます。結果
として、モータは停止するまで惰走を続けます。

DECAYピンがLow（低速減衰）の場合は、ENBLを非アク
ティブにすると両方のローサイドFETがオンになります。これ
により、モータの逆EMFが実質的にショートされ、モータに
ブレーキがかかって急速に停止します。電流がゼロになった後
も、各ローサイドFETはオン状態を維持します。

ブランキング時間
Hブリッジで電流がイネーブルになった後、電流センス回路

がイネーブルになる前に、ある一定の時間だけxISENピンの電
圧検知が無視されます。このブランキング時間は3.75μsに固定
されています。また、このブランキング時間によって、PWM
の最小オン時間が設定されます。

nRESETおよびnSLEEP動作
nRESETピンがアクティブ（Low）になると、内部ロジックが

リセットされます。また、Hブリッジ・ドライバはディスエーブ
ルになります。nRESETがアクティブである間は、すべての入
力が無視されます。

nSLEEPピンをLowにすると、デバイスが低電力スリープ
状態になります。この状態では、Hブリッジがディスエーブ
ル、ゲート駆動用チャージ・ポンプが停止、V3P3OUTレギュ
レータがディスエーブルとなり、すべての内部クロックが停止
します。nSLEEPが非アクティブ（High）に戻るまで、すべて
の入力が無視されます。スリープ・モードから復帰する際には、
モータ・ドライバが完全に動作可能になるまでに、待ち時間（約
1ms）が必要です。

保護回路
DRV8814は、低電圧、過電流、および過熱状態から完全に保

護されています。

過電流保護（OCP）
各FETのアナログ電流制限回路は、ゲート駆動を停止するこ

とで、FETを流れる電流を制限します。このアナログ電流制限
以上の電流がOCP時間以上流れ続けた場合には、Hブリッジ内
のすべてのFETがディスエーブルになり、nFAULTピンがLow
になります。nRESETピンで再度リセットをかけた後にリセッ
ト解除するか、またはVM（電源）を一旦停止し再印加するまで、
デバイスはディスエーブルのままとなります。

ハイサイドとローサイドの両方向でデバイスが過電流状態
となった場合（地絡、天絡、モータ巻線間の短絡）は、すべて
の場合で過電流シャットダウンとなります。過電流保護は、
PWM電流制御用の電流センス回路を使って行われるのではな
く、ISENSE抵抗値またはVREF電圧とは独立しています。

過熱シャットダウン（TSD）
内部チップ温度が設定温度を超えた場合には、Hブリッジ内

のすべてのFETがディスエーブルになり、nFAULTピンがLow
になります。内部チップ温度が安全レベルまで低下すると、動
作が自動的に再開されます。

低電圧誤動作防止（UVLO）
内任意の時点でVM（電源）の電圧がULVO電圧を下回った場

合、デバイス内のすべての回路がディスエーブルになり、内
部ロジックがリセットされます。VMが上昇してUVLOスレッ
ショルドを超えると、動作が再開されます。



10

熱特性について
過熱保護

DRV8814には、前述のとおり、過熱シャットダウン（TSD）
機能があります。内部チップ温度が約150°Cを超えた場合、デ
バイスは、温度が安全なレベルに低下するまでディスエーブル
となります。

デバイスが過熱シャットダウン状態になる傾向がある場合
には、消費電力が過剰であるか、ヒートシンクが不足している
か、または周囲温度が高すぎることを示しています。

消費電力
DRV8814の消費電力で大勢を占めるのは、出力FET抵抗

RDS(ON)で消費される電力です。DCモータを駆動したときの
各Hブリッジの平均消費電力は、式（2）でおおまかに見積もる
ことができます。

P = 2 RDS(ON) ( )I OUT

2
(2)

ここで、Pは1つのHブリッジの消費電力、RDS(ON)は各FET
の抵抗、IOUTは各巻線に流れるRMS出力電流です。IOUTは、
DCモータに流れる平均電流に等しくなります。スタートアッ
プ時、および障害状態時には、この電流が通常の動作電流より
もずっと大きくなることに注意してください。これらのピーク
電流の大きさとその持続時間も考慮に入れる必要があります。
係数の2は、任意の時点で2つのFET（ハイサイドとローサイド）
に巻線電流が流れていることによるものです。

デバイスの合計消費電力は、2つのHブリッジのそれぞれで消
費される電力の和となります。

デバイスで消費できる最大電力は、周囲温度およびヒート
シンクに依存します。

RDS(ON)は温度とともに増加するため、デバイスの温度が上
昇すると、消費電力は増加します。ヒートシンクのサイズを決
定する際には、この点を考慮する必要があります。

ヒートシンク
PowerPAD™パッケージは、露出したパッドを使用してデバ

イスから熱を除去します。適切な動作のためには、このパッドを
PCB上の銅領域に熱的に接続して放熱させる必要があります。
グランド・プレーンを持つ多層PCBでは、いくつかのビアを追
加してサーマル・パッドをグランド・プレーンに接続すること
で、これを実現できます。内部プレーンのないPCBでは、PCB
のいずれかの側に銅領域を追加することで放熱できます。銅領
域がPCB上でデバイスとは反対側にある場合は、サーマル・ビ
アを使用して、上層から下層へと熱を伝達します。

PCBの設計方法の詳細については、TIアプリケーション・レ
ポート『PowerPAD™ Thermally Enhanced Package』（SLMA002）
およびTIアプリケーション・ブリーフ『PowerPAD™ Made 
Easy』（SLMA004）を参照してください。いずれも、www.ti.com
から入手できます。

一般に、より多くの銅領域を設けるほど、より大きな電力を
消費できます。
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Orderable
Device

Status (1) Package
Type

Package
Drawing

Pins Package
Qty

Eco Plan (2) Lead/
Ball Finish

MSL Peak Temp (3) Samples
(Requires Login)

DRV8814PWP ACTIVE HTSSOP PWP 28 50 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR

DRV8814PWPR ACTIVE HTSSOP PWP 28 2000 Green (RoHS
& no Sb/Br)

CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR

パッケージ情報
製品情報

（1）マーケティング･ステータスは次のように定義されています。
ACTIVE：製品デバイスが新規設計用に推奨されています。
LIFEBUY：TIによりデバイスの生産中止予定が発表され、ライフタイム購入期間が有効です。
NRND：新規設計用に推奨されていません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、TIでは新規設計にこの部品を使用することを推奨
していません。
PREVIEW：デバイスは発表済みですが、まだ生産が開始されていません。サンプルが提供される場合と、提供されない場合があります。
OBSOLETE：TIによりデバイスの生産が中止されました。

（2）エコ･プラン - 環境に配慮した製品分類プランであり、Pb-Free（RoHS）、Pb-Free（RoHS Expert）およびGreen（RoHS & no Sb/Br）があります。最新情報およ
び製品内容の詳細については、http://www.ti.com/productcontentでご確認ください。
TBD：Pb-Free/Green変換プランが策定されていません。
Pb-Free（RoHS）：TIにおける“Lead-Free”または“Pb-Free”（鉛フリー）は、6つの物質すべてに対して現在のRoHS要件を満たしている半導体製品を意味しま
す。これには、同種の材質内で鉛の重量が0.1％を超えないという要件も含まれます。高温で半田付けするように設計されている場合、TIの鉛フリー製品は指定
された鉛フリー･プロセスでの使用に適しています。
Pb-Free（RoHS	Exempt）：この部品は、1）ダイとパッケージの間に鉛ベースの半田バンプ使用、または 2）ダイとリードフレーム間に鉛ベースの接着剤を使用、
が除外されています。それ以外は上記の様にPb-Free（RoHS）と考えられます。
Green（RoHS	&	no	Sb/Br）：TIにおける“Green”は、“Pb-Free”（RoHS互換）に加えて、臭素（Br）およびアンチモン（Sb）をベースとした難燃材を含まない（均質
な材質中のBrまたはSb重量が0.1％を超えない）ことを意味しています。

（3）MSL、ピーク温度 -- JEDEC業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピーク半田温度です。

重要な情報および免責事項：このページに記載された情報は、記載された日付時点でのTIの知識および見解を表しています。TIの知識および見解は、第三者に
よって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合
するための努力は続けております。TIでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部
材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。TIおよびTI製品の供給者は、特定の情報を機密情報として扱っているため、
CAS番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

TIは、いかなる場合においても、かかる情報により発生した損害について、TIがお客様に1年間に販売した本書記載の問題となった TIパーツの購入価格の合計金
額を超える責任は負いかねます。
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*All dimensions are nominal
Device Package

Type
Package
Drawing

Pins SPQ Reel
Diameter

(mm)

Reel
Width

W1 (mm)

A0
(mm)

B0
(mm)

K0
(mm)

P1
(mm)

W
(mm)

Pin1
Quadrant

DRV8814PWPR HTSSOP PWP 28 2000 330.0 16.4 6.9 10.2 1.8 12.0 16.0 Q1

テープおよびリール･ボックス情報

REEL DIMENSIONS TAPE DIMENSIONS

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

Pocket Quadrants

Reel
Diameter

Reel Width (W1)

User Direction of Feed

Q1 Q2 Q1 Q2

Q3 Q4 Q3 Q4

K0

A0

B0

P1

Cavity

A0
B0
K0
W
P1

Dimension designed to accommodate the component width
Dimension designed to accommodate the component length
Dimension designed to accommodate the component thickness
Overall width of the carrier tape
Pitch between successive cavity centers

Sprocket Holes

W

パッケージ･マテリアル情報
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*All dimensions are nominal
Device Package Type Package Drawing Pins SPQ Length (mm) Width (mm) Height (mm)

DRV8814PWPR HTSSOP PWP 28 2000 346.0 346.0 33.0

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS

パッケージ･マテリアル情報
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PWP（R–PDSO–G28）	 PowerPADTM	PLASTIC	SMALL	OUTLINE

メカニカル･データ

注： A. 直線寸法はすべてミリメートル単位です。寸法および許容誤差は、ASME Y14.5M-1994によります。
 B. 本図は予告なしに変更することがあります。
 C. ボディ寸法には、0.15mmを超えるモールド･フラッシュや突起は含まれません。
 D. このパッケージは、基板上のサーマル･パッドに半田付けされるように設計されています。推奨基板レイアウトについては、
  テクニカル･ブリーフ『PowerPAD Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002）を参照してください。これらの
　   ドキュメントは、ホームページwww.ti.comで入手できます。
 E. 露出サーマルパッドの寸法に関する詳細は、製品データシートをご覧ください。
 F. JEDEC MO–153に準拠します。
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PWP（R–PDSO–G28）	

サーマルパッド･メカニカル･データ

熱的特性に関する資料
このPowerPADTMパッケージには、外部ヒートシンクに直接

接続するように設計された、露出したサーマル･パッドが装備
されています。このサーマル･パッドは、プリント基板（PCB）
に直接半田付けする必要があります。半田付け後は、PCBを
ヒートシンクとして使用できます。また、サーマル･ビアを使
用して、サーマル･パッドをデバイスの回路図に示された適切
な銅プレーンに直接接続するか、あるいはPCB内に設計された
特別なヒートシンク構造に接続することができます。この設計
により、ICからの熱伝導が最適化されます。

PowerPADTMパッケージについての追加情報およびその熱放
散能力の利用法については、テクニカル･ブリーフ『PowerPAD 
Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002）および
アプリケーション･ブリーフ『PowerPAD Made Easy』（TI文献
番号SLMA004）を参照してください。いずれもホームページ
www.ti.comで入手できます。

このパッケージの露出したサーマル･パッドの寸法を次の図
に示します。

注： A. 全ての線寸法の単位はミリメートルです。
 B  Exposed tie strop features may not be present.

サーマル･パッド寸法図
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ランド･パターン
PWP（R–PDSO–G28）	 PowerPADTM	PLASTIC	SMALL	OUTLINE

注： A. 全ての線寸法の単位はミリメートルです。
 B. 図は予告なく変更することがあります。
 C. 中央の半田マスク定義パッドを変更しないように、回路基板組み立て図に注記を書き込んでください。
 D. このパッケージは、基板上のサーマル･パッドに半田付けされるように設計されています。推奨基板レイアウトについては、テクニカル･ブリーフ
  『PowerPAD Thermally Enhanced Package』（TI文献番号SLMA002, SLMA004）を参照してください。これらのドキュメントは、ホームページ
  www.ti.comで入手できます。代替設計については、資料IPC-7351を推奨します。
 E. レーザ切断開口部の壁面を台形にし、角に丸みを付けることで、ペーストの離れがよくなります。ステンシル設計要件については、基板組み立て
　  拠点にお問い合わせください。例に示したステンシル設計は、50%容積のメタルロード半田ペーストに基づいています。ステンシルに関する他の
　  推奨事項については、IPC-7525を参照してください。
 F. 信号パッド間および信号パッド周囲の半田マスク許容差については、基板組み立て拠点にお問い合わせください。

（SLVSAB9C）
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